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次世代の電子デバイス開発を目的としたシリコンウエハ

への加工を行うため、産業技術総合研究所ナノプロセシ

ング施設（NPF）の設備を利用した。 

１．概要（Summary） 

本報告では、パターンニング加工した試料に対しレジス

トをマスクとして金属膜を形成する実験について記述す

る。 
 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

スパッタ装置、スピンコーター、反応性イオンエッチング装

置（RIE）、触針式段差計、酸アルカリドラフトチャンバー、

有機ドラフトチャンバー 
 
【実験方法】 
  パターン形成済みの試料に対し、メタル膜を成膜する。 
段差が十分に埋まる膜厚のレジストを塗布する（Fig. 1）。
次に異方性エッチングにて適正なレジスト膜厚までレジス

トエッチバックを行い、レジストマスクを形成する（Fig. 2）。
レジストと選択比のある薬液で不要なメタル部分をウェット

除去する。最後に、有機溶剤でレジスト除去を行うことで

所望のメタルパターンを形成する（Fig. 3）。 
（１） ホットベークで試料の水分を除去したのちスパッタ装

置にてメタル膜を成膜する。 
（２） スピンコーターを使用しポジ型レジストを塗布する。膜

厚は段差が十分に埋まるものとする。 
（３） 反応性イオンエッチング装置（RIE）にてレジストエッ

チバックを行う。残膜は不要なメタル膜が突出し、且

つ所望のメタル部分にはレジストが残るよう事前に触

針式段差計を用いエッチングレートを算出しておく。 
（４） レジストと選択比のある薬液で不要なメタル部分をウ

ェット除去する。 
（５） 有機溶剤でレジスト除去を行うことで所望のメタルパタ

ーンを形成する。 
 

（１） 所望のメタル膜が形成できたサンプルもあったが、プ

ロセス安定性に欠ける結果となった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

（２） 設計上、マスクとなるレジスト残膜マージンがなかった

ためエッチバックでは再現性が難しいことがわかった。

また下地パターンの形状依存（粗密差）によるレジスト

膜厚に高低差があった。 
 

 
 

 
Fig. 1 Covered with resist on the substrate. 

 
 
 

Fig. 2 Adjusted resist as mask. 
 
 
 

Fig. 3 Formed metal film of intended pattern. 
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